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69 Integriertes Antennensystem.

€) In einem Integrierten Antennensystem sind die einzel-
nen Hauptkomponenten so zueinander angeordnet, daB
ein oder mehrere verschiedene Strahlungsdiagramme ge-
bildet werden kénnen, dergestalt, daB in einem doppeltge-
krummten Reflektor (2) mehrere Gruppen von Micro-
Strip-Strahifidchen (3) befestigt sind, ohne die Bildung
eines ersten Strahlungsdiagrammes, erzeugt von einem im
Brennpunkt des Reflektors (2) angeordneten Strahlers (1)
zu behindern. Strahler (1) seinerseits stért nicht die von
den Strahlfidachen (3) und dem Reflektor (2) erzeugten
Strahlungsdiagramme.
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INTEGRIERTES ANTENNENSYSTEM

Die Erfindung betrifft ein integriertés Antennen-
system gemdf dem Oberbegriff des Patentansprdches

Nr.1.

Integrierte Radar-Antennensysteme sind an sich wohl-
bekannt.Sie bestehen aus Strahlern und Reflektor-
échirmen,dié gleichzeitig eine Reihe von Dipolen

oder auch Schlitzstahlern tragen.Diese Systeme haben
gegeniiber den éus einzelnen,voneinander unabhdngigen
Antennen gebildeten Systemen den Vorteil der Gewichts-
und Raumersparnis,leiden jedoch unter dem Nachteil,

daB die vom Strahler ausgehende Energie durch die auf
dem Reflektor befestiéten Dipgle teilweise abgeschattet
wird.Diese Abschattung kanm unter Umstdidnden die Neben-
keulen vergrdB8ern bzw.die Hauptkeule verkleinern oder
verzerren,je nach Bauart und Anordnung der Dipole bzw.
Schlitzstahler.Es ist bekannt,das8 durch Anwendung von
in der Reflektoroberfliiche eingelassenen Schlitzstahlern
eine Abschattung Vermiedenrwerden kann, jedoch bilden
die Schlitzstrahler sogenannte "Blinde Flecken" auf dem
Reflektor,die die einwandfreie Spiegelung der Primér-
strahlung zumindéstens behindern.Hinzu kommt,déB die
Polarisation &er Dipole bzw.Schlitzstahlef nur mit
einem relativ hohem technischen Aufyand gedndert werden
kann.Dadurch werden jedoch die vorgenannten Vorteile
wiederum geschmélert.

‘Ebenso sind Micro-Strip Antennen bekannt.Es handelt
sich dabei um speziell gestaltete und dimensionierte
elektrisch leitende Flachen,die parallel zu grdéBeren,
leitenden,geerdeten Flachen angeordnet sind und von
zwischen den beiden Fléchen liegenden Schichten

aus dielektrischen iflaterial gchalten sind.Je nach Ge-
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staltung kdnnen damit geschaffene Antennen mit den
verschiedensten Frequenzen und mit variabler Polari-
sation arbeiten.AuBerdem k&nnen sie in ihrer Struktur
sehr leicht und robust gebaut werden und sie erfoxrderr
~einen wesentlich geringeren Aufwand in der Herstelluno,
Instéllaticﬁ und Wartung als leistungsméfig vergleich-

bare Antennen herkoSmmlicher Bauart.

Der Erfinduné liegt die Aufgabe éu Grunde,ein inte—‘
griertes Antennensystem zu schaffen,bei dem die Vor-
teile der Mich Striﬁ Antennen mit denen von herk&mm-
lichen Antennen so0 vereint werden,daB die vérgenannten
Nachteile vermieden werden und eine integrierte Antenns
entsteht,deren Anwendungsbereich,vornehmlich im mobilen
Einsatz,wesentlich vefgrﬁﬁer£ wird,und zwar durch die
Verringerung des Gewichtes,Vereinfachung der Wartung,
Reduzierung der Stéranfalligkeit,Austaﬁséhbarkeit der
Micro Strip Strahlfl&chen,wodurch ein weiter Bereich
von Frequenzen cowie die veréchiedensten Polarisatianen
nutzbar werden,und durch éie Verringerung der Kosten.
Zur LSsung der Aufgabe ist ein integriertes Antennensy-
stem der Eingangs genannten Art,gékennzeichnét durch
die in Anspruch Nr.1 aufgefiihrten Merkmale,geschaffen

worden.Vorteilhafte Ausfiihrungsvarianten ergeben sich

aus den Unteranspriichen.

Ein Ausfihrungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeich-
nungen dargestellt und im Folgenden ndher beschrieben.
Es zeigen dabei:
Figur 1: Eine Vorderansicht einer mdglichen Ausfih-
rungform des integrierten Antennensystems.
Figur 2: Eine Seitenansicht des Antennenreflektors
mit aufgebrachter Micro-Strip Strahifldche

und Halterung in axialem Schnitt.

(U3 3]
e

Figur Eine Vorderansicht auf die Halterung auf

der Rickseite des Reflektors.
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Figur 4: Eine vergréBerte Teilansicht des Schnittes
durch den Reflektor gem&@pf Figur 2.

Figur 5: Ein Beispiei eines Strahlungsdiagrammes einer
mit Micro-Strip Strahlfidchen geschaffenen
Antenne.

'f

Im integrierten Antennééystem,wie dies in Figur 1 dar-
gestellt ist}zeigt (1) einen Strahler,im Erennpunkt
eines éoppeltgekrﬁmmten Reflektors (2) ungleicher

HShen- und Breilenabmessung angeordnet.Auf diesem
Reflektor sind zwei Gruppen zu je vier Micré—Strip-
Strahlfldchen (3),die eine Gruppe links der senkrechten
Mittellinie (ML)-und Qie andere Gruppe,seitenverkehrt
zur ersten,rechts der vorgenannten Mittellinie befestigt.
-Diese seitenverkehrte Anordnuﬁg ist beabsichtigt,um

ein symmetrisches Strahlungsdiagramm zu erhalten.

Die einzelne Micro-Strip Strahlfliiche (3) erinnert

in ihrer Form an den Buchstaben 'H',wobei die beiden
senkrechten Streifen,ungleich in ihren Dimensionen,
jeweils einer bestimmten Frequenz zugeordnet sind.

Der Mittelbalken des 'H' dient der Speisung,die von
der Riickseite des Reflektors her erfolgt.Wie die
Figuren 2 und 3 weiter zeigen,wird der Reflektor an
einer flir das Anbringen der Micro-Strip Strahlfldche
glinstigen Stelle durchbohrt.Danach wird ein Anschlag-
ring (7) mittels Nieten (9) auf dem Reflektor (2) be-
festigt.Reflektor (2) und Anschlagring (7) sind an
einer Stelle (1G] éingefrést,um spater einen Zentriey-
nocken aufzunehmen.In dieso geschaffene Lagérung wird
nun ein Tragring (6) mit einem der Stelle (10) ent-
sprechenden Zentriernocken (6a) eingefithrt und mittels

einer Ringmutter (8) befestigt.Die Mutter trégt zweil
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Zapfen (8a),die ein Festsetzen von Hand ermdglichen.
Im Innern des Tragringes (6)befindet sich eine Aus-~
sparﬁng (11) mit Bohrung,in die eine Hochfrequenz-
buchse k5) eingesetzt wird.Beil dem in der Zeichnung
dargestellten Beizpiel handelt es sich um eine HF-
Buchse des Types 'N',die mit in der Zeichnung nicht
dargestellten Schrauben befestigt ist.

Die auf die Reflektorinnenseite éeigende Flache deé
Tragringes (6) ist der Doppelkriimmung des Reflektors
angepas;t.Nur der Innenleiter der HF-Buchse (55 ragt
durch die Bohrung libor die Fléche hinaus.Die die
Micro~Strip Strahlfliche (3) tragende dielektrische
Schicht (4) ist genau um den Einspeispunkt der Micro-
Strip Strahlfldche durchbohrt und auf dem Tragring (6)
SO posizioniert und aufqeklebt,daﬁ der Innenleiter

~ der HF-Buchse (5) durch diese Bohrung hindurchgeht und
mit der Micro-Strip Strahlfidche (3) verldtet werden
kann.Die verldtete Micfo:Strip Strahlfldche kann ent-
weder mit einer Schutzlackiefung versehen werden,oder,
falls die mechanische Steifheit der dielektrischen
Schicht (4) nicht ausreichend- ist,kann von .AuBen eine
weitere dielektrische Schicht aufgeklebt werden.
Figur 3 zeigt einen Blick auf die Vorderseite der

Halterung auf der Riickseite des Reflektors.

Die vergr&ferte Teilansicht des Séhnittes durch den
‘Reflektor gemidB der Figur. 2 zeigt in Figur 4,wie

eine Micro-Strip Strahlfléche (3) mit der aus dielek-
trischem Material bestehenden Schicht (4) in einem
bestimmten Abstand (d) genau parallel zur Oberfl&che
des Reflektors (2) befestigt wird.Dieser Abstand (d)
wird bestimmt nach der Formel 4 = k-%?,wobei k =0, 2,
3 ..n sein kann und A = der Wellenldnge der Frequenz

des Strahlers (1) ist.Wenn k = O ist,bedeuted dies,



c 0021193

daB die dielektrische Schicht (4) &duBerst diinn gefer-
tigt ist,sodaﬁ die Phasenverschiebung der vom Strahler
(1) ausgesandten und von der Micro-Strip Strahlfl&che (3)
reflektierten Signale zu denen vom Reflektor (2) selbst
gespiejelten Signale vernachliassigbar gering bleibt.
Wenn der Faktor k mit 1, 2, 3 oder n angesetzt wird,

ist die Phasenverschiebung gleich k-360°;somit verlau-
fen die von den beiden Oberfldachen (2) und (3) reflek-
tierten Signale wieder in gleicher fhaée und es treten

keinerlei Verinderungen des Strahlungsdiagrammes auf.

Ihrerseits k&nnen die Micro~Strip Strahlfl&chen (3)
einzeln oder in beliebiger Grﬁppierung gespeist wer-
den4Bei einer {iblichen Anwendung als IFF-Antenne kann
das in Figur -5 gezeigfe Strahlungsdiagramm erzeugt
werden. .
Von besonderem Vorteil ist die Tatsache,daBl die oben
beschriebenen Micro—gtrip Strahlflachen (3) am Reflek-
tor (2) l1ldsbar befestigt sind.Sie k&nnen ohne weiteres
auf bereits vorhandene Antennenreflektoren angebracht
werden,an deren Xrimmungen sie sich'auf Grund ihrer
Flexibilitd&t genau anpassen.Auf diese Weise kOnnen
Radargerdte mit zusdtzlichen Antennensystemen fir

besondere Zwecke erweitert werden.
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Patentanspriiche:
1. Integriertes Radaranténnensystem,bestehend aus einer
ersten Antenne,bei der ein Strahler (1) fir eine vor-
bestimmte Frequenz im Brennpunkt eines doppeltgekrimm-
ten Reflektors (2) mit unéleicher H6hen- und Breiten-—
abmessung zur Efzeugung eines ersten,gerichteten Strah-
lungsdiagrammes angeordnet ist,und einer zweiten Antenne,
bestehend aus dem Reflektor (Zf der ersten Antenne und
mehreren der Doppelkriimmung des Reflektors (2) ange-
passten und in bestimmter Anordnung ebendort befestig-
ten Micro-Strip Strahlfl&chen (3),dadurcht
gekennzeichne t, daB die Micro-Strip

Strahlfl&che (3) in einem Abstand 4

il

k*E-r vom
Reflektor (2) angeordnet ist,wobei A = der Wellenlinge
der Frequenz des Strahlers (1) und k im Wesentlichen
=G, 1, 2, 3 ..n ist.

2. Radarantennensystem nach Anspruch f,d adurch
gekennzedich ne t,daB die genannten ein-
zelnen Micro-Strip Strahlfliichen (3) am Reflektor (2)

l6sbar befestigt sind.
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FIG 3

FIG.5
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